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Diode Device命名规则

HX D1 10 120

中瑞宏芯器件
代码
HX

额定电压*10
065:650V
120:1200V

A

额定电流
08：8A
10：10A

封装代码
见右表

Diode
代码

D

芯片代
数

封装代码 封装型号

A TO-220-2L

B TO-220-3L

E TO-252-2L

G TO-263-2L

H TO-247-2L

D TO-247-3L

F TO-220-Fullpack

I TO-220 lsolated

Q QFN8*8

N QFN5*6

L SOD123

M SMAF

S SMBF
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MOS Device命名规则

封装代码 封装形式

D TO-247-3L
K TO-247-4L
J TO-263-7

HX 1 M 160 120

中瑞宏芯器件
代码
HX

额定电压*10
065:650V
120:1200V

芯片代
数

D

导通电阻
160：160mΩ
080：80mΩ

封装代码
见右表

MOS
代码

M

Rev.2



Diode Device命名规则

HX D1 10 120

MACROCORE 
Devices Code

Rated Voltage*10
065:650V
120:1200V

A

Rated Current
08：8A
10：10A

Package Code
see table at right  

Diode
Code

Product 
Generation

Package Type

TO-220-2L

TO-220-3L

TO-252-2L

TO-263-2L

TO-247-2L

TO-247-3L

TO-220-Fullpack

TO-220 lsolated

QFN8*8

QFN5*6

SOD123

SMAF

SMBF

Rev.2

Package Code

A

B

E

G

H

D

F

I

Q

N

L

M

S



MOS Device命名规则

Package Type

TO-247-3L
TO-247-4L
TO-263-7

HX 1 M 160 120

MACROCORE 
Devices Code

HX

Rated Voltage *10
065:650V
120:1200V

Product 
Generation

D

Conductive 
Resistance

160：160mΩ
080：80mΩ

Package Code
see table at right  

MOS
Code

M

Rev.2

Package Code

D
K
J


